
★直接遷移
第８回 直接遷移半導体の吸収スペクトル
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k変化なしで遷移：直接遷移

k変化ありで遷移：間接遷移

直接遷移は運動量変化なし

→遷移しやすい→確率大

吸収係数は104～105cm-1台と大きい



★ plot
第８回 直接遷移半導体の吸収スペクトル
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ここが直線＝直接遷移

反射，透過スペクトルから吸収スペクトルを求めて
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★光と物質の相互作用
第８回 直接遷移半導体の吸収スペクトル

光＝Aの電磁場中での電荷eを持った荷電粒子の波動方程式
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代入 始状態i →終状態 f の
遷移確率 2|)(| tc f

( n = f )として
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単位時間当たりのエネルギーEf ~ Ef + dEfでの遷移確率
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★光と物質の相互作用
第８回 直接遷移半導体の吸収スペクトル

Ef ~ Ef + dEf にある数nf, 状態密度(Ef)→ fff EEn  )(

i→ f でEf ~ Ef + dEf に遷移する確率→ fff EtcEW d|)(|)( 2 



★光と物質の相互作用
第８回 直接遷移半導体の吸収スペクトル

：光吸収係数, A0：ベクトルポテンシャルの大きさ

n:屈折率，w：遷移確率
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